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1．はじめに 
 超伝導回路では磁束量子を伝搬し、それを信
号として入出力を行う。磁束量子の伝搬は超伝
導体で構成されるリングを経由して行うため、
外部磁束が印加されるとリングに磁束がトラ
ップされ誤動作を引き起こす要因となる。そこ
で超伝導回路が構成されているチップの超伝
導層にモートと呼ばれる穴を導入し、外部磁束
をそこにトラップさせることで超伝導回路へ
の磁束の侵入を防ぐ方法がある[1]。しかし、モ
ートにトラップされた磁束が回路の配線に鎖
交することで回路動作に影響を与える可能性
がある。そのため本研究ではモートにトラップ
されている磁束がどの程度の影響を与えるか
を評価した。 

2. 評価方法 
 本研究では CADツールを用いて設計した配
線・モートのインダクタンスおよび結合係数を
インダクタンス成分抽出ツールである
InductEx[2]を用いて算出した。図 1(a)にシミュ
レーションに用いた回路のレイアウトを示す。
図 1(b)には図 1(a)中の破線 a-b下の断面図を示
す。チップ上の超伝導回路は AIST 2.5 kA/cm2 

standard process2 で製作された場合、下から
ground plane、BAS層、COU 層、CTL層の 4層
からなる。それぞれの厚さは 300 nm、300 nm、
400 nm、500 nmであり、層間の距離は 300 nm、
400 nm、500 nmである。今回、ground planeと
COU 層の配線との相互インダクタンスを測定
し、モートにトラップされている 1磁束量子

が配線に鎖交する磁束を算出した。このシミ
ュレーションでは図 1 中の d の値を 10 m か
ら 70 m まで変化させた際の相互インダクタ
ンスの変動を調査した。 

3. 評価結果  
 モート-配線間距離 d を 10 ~70m まで変化
させた時の配線に鎖交する磁束の変化を図 2

に示す。dが大きくなるにしたがって鎖交磁束
が減衰していることがわかる。妥当性の評価の
ため、オンチップ上にて冷却時にモートに磁束
量子を印加しトラップさせ、dc-SQUIDに発生
する電圧から鎖交磁束を測定するが、詳細は当
日発表する。
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図 1(a) シミュレーションに用いた配線・
ground planeのレイアウト 

図 1(b) 図 1(a)中の破線 a-b下の断面図 

図 2 モート-配線間距離 d と配線に鎖交する
磁束との関係
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